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期待されている。近年、基板面方位として、(111)面の Siウェハー上の Geや SiGeが、ｎ
型MOSの高移動度化に有効であることや、強磁性電極材料の高品質結晶成長が可能であ
ることから、スピントロニクス・デバイスに応用可能であることから、非常に注目されて













の臨界膜厚は、 Si1-xGex/Ge(111) よりも大幅に小さいことが分かり、一方 Ge組成が低く
なるに従い、両者の臨界膜厚は同等になることが分かった。この振る舞いは、転位の核形
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論文審査結果の要旨 
Mohammad Mahfuz Alam（アラン・モハマド）氏の博士論文「Structural and electrical 
properties of Si/Ge heterostructures with various surface orientations (各面方位を有する
Si/Geヘテロ構造の構造および電気特性 )」について、2019年 6月 28日（金）13時 20




いて、後半は pMOS応用に向けた歪み Ge膜の形成と評価についての説明がなされた。 
 
研究成果の概要は以下のとおりである。 
まず nMOS 応用として、歪み緩和 Ge 上へ、歪み SiGe 層を結晶成長させ、その結晶性
と歪み状態、熱的安定性を系統的に調べ、その歪み緩和が生じる臨界膜厚を正確に決定し
た。特に臨界膜厚の Ge基板の面方位、結晶性依存性を系統的に調べるため、Ge-on-Si(111), 
Ge(111)、 Ge(100)の各種の Ge 基板上の歪み SiGe を様々な膜厚で作製し評価を行った。
臨界膜厚の正確な決定のために、SiGe 層の歪み緩和の初期過程について歪み状態や表面
モフォロジーを詳細に調べた。その結果、Ge 組成が高い場合、Si1-xGex/Ge-on-Si(111) の





























① 歪み緩和 Ge上へ、歪み SiGe層を結晶成長させ、その結晶性と歪み状態、熱的安定
性を系統的に調べ、その歪み緩和が生じる臨界膜厚を正確に決定した。 
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研究背景、目的、新規性の説明はより明確になった。また新規データの追加、理論曲線と
比較によるより詳細な議論となり、説得力が大幅に増した。 
 
以上、研究成果と発表内容から、Mohammad Mahfuz Alam（アラン・モハマド）氏の博
士論文は、博士（工学）の学位を取得するにふさわしいものと判断した。 
 
